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【手続補正書】
【提出日】平成19年12月5日(2007.12.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移植可能な圧力センサ構造であって、
　基板と、
　コンプライアント部材であって、第一および第二の対向する露出表面を有するように該
基板上に設置されたコンプライアント部材と、
　該コンプライアント部材の表面と関連した、少なくとも１つのストレントランスデュー
サと
　を備え、該圧力センサ構造が低ドリフト圧力センサ構造である、移植可能な圧力センサ
構造。
【請求項２】
　前記構造が、集積回路をさらに備える、請求項１に記載の構造。
【請求項３】
　前記基板が、開口部を備え、前記コンプライアント部材は、該開口部をスパンする、請
求項１に記載の構造。
【請求項４】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の表面に設置された少なくとも第一および第二
のストレントランスデューサを備える、請求項３に記載の構造。
【請求項５】
　前記構造が、約１ｍｍＨｇ／年を越えないドリフトを示す、請求項１に記載の構造。
【請求項６】
　前記構造が、約１年乃至約４０年の間ほとんど、もしくは全くドリフトを示さない、請
求項１に記載の構造。
【請求項７】
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　前記構造が、５００μｍ以下の端に沿った長さと、１００μｍ以下の幅を有する、請求
項１に記載の構造。
【請求項８】
　前記構造が、約±１ｍｍＨｇの容積内の圧力変化を測定するのに十分な感度を有する、
請求項１に記載の構造。
【請求項９】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、圧電抵抗器である、請求項３に記
載の構造。
【請求項１０】
　前記圧電抵抗器が、安定した計測材料から製作される、請求項９に記載の構造。
【請求項１１】
　前記安定した材料が、白金を含む、請求項１０に記載の構造。
【請求項１２】
　前記安定した計測材料が、純白金である、請求項１１に記載の構造。
【請求項１３】
　前記安定した計測材料が、白金合金である、請求項１１に記載の構造。
【請求項１４】
　前記圧電抵抗器が、不動態化層で覆われている、請求項１０に記載の構造。
【請求項１５】
　前記不動態化層が、約５０ｎｍ乃至約１００ｎｍの厚みを有する、請求項１４に記載の
構造。
【請求項１６】
　前記不動態化層が、窒化ケイ素を含む、請求項１４に記載の構造。
【請求項１７】
　前記コンプライアント部材が、単結晶シリコンを含む、請求項９に記載の構造。
【請求項１８】
　出力が、前記コンプライアント部材にわたる差圧から生じる該コンプライアント部材の
たわみと反対に反応するが、前記基板の変形に対しては同様に反応するように、前記第一
および第二のストレントランスデューサが、該コンプライアント部材と同表面上もしくは
対向する表面上に位置している、請求項４に記載の構造。
【請求項１９】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、前記コンプライアント部材の同表
面上に位置している、請求項１８に記載の構造。
【請求項２０】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、線対称の反対側に、前記同表面上
に対称的に位置している、請求項１９に記載の構造。
【請求項２１】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、線対称の片側に、前記コンプラア
ント部材の表面上に互いに隣接して位置している、請求項２０に記載の構造。
【請求項２２】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、前記コンプライアント部材の対向
する表面上に位置している、請求項１８に記載の構造。
【請求項２３】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上に第三および第四のストレン
トランスデューサをさらに備える、請求項２２に記載の構造。
【請求項２４】
　前記ストレントランスデューサが圧電抵抗器である、請求項２３に記載の構造。
【請求項２５】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、直接互いに対向している、請求項
２２に記載の構造。
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【請求項２６】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の少なくとも一表面上のボス部材をさらに備え
る、請求項１８に記載の構造。
【請求項２７】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上の第一および第二のボス部材
をさらに備える、請求項１８に記載の構造。
【請求項２８】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上の第三および第四のストレン
トランスデューサをさらに備える、請求項２３に記載の構造。
【請求項２９】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上の第一および第二のボス部材
をさらに備える、請求項２８に記載の構造。
【請求項３０】
　前記コンプライアント部材が、前記構造の中立面に少なくとも近接して位置している、
請求項１に記載の構造。
【請求項３１】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の上面上に位置する上縁部材を備える、請求項
３０に記載の構造。
【請求項３２】
　前記第二の露出表面が、前記基板において、包囲されている容積の境界を定める、請求
項３０に記載の構造。
【請求項３３】
　前記第二の露出表面が、前記基板において、開放されている容積の境界を定める、請求
項３０に記載の構造。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つのストレントランスデューサが、前記コンプライアント部材の前記
表面からスペーサにより離されている、請求項１に記載の構造。
【請求項３５】
　前記スペーサが、前記コンプライアント部材から前記センサを約１乃至約１，０００μ
ｍの間隔で離す、請求項３４に記載の構造。
【請求項３６】
　前記構造が、スペーサにより前記表面から離されている２つ以上のトランスデューサを
備える、請求項３４に記載の構造。
【請求項３７】
　圧力センサ構造であって、
　基板と、
　該基板上に設けられ、第一の表面と第二の表面を有するコンプライアント部材と、
　該コンプライアント部材と関連した第一のストレントランスデューサと、
　該コンプライアント部材と関連した第二のストレントランスデューサと
　を備え、
　出力が、該コンプライアント部材にわたる差圧から生じる該コンプライアント部材のた
わみと反対に反応するが、該基板の変形に対しては同様に反応するように、該第一および
第二のストレントランスデューサが、該コンプライアント部材と関連する、圧力センサ構
造。
【請求項３８】
　前記構造が、集積回路をさらに備える、請求項３７に記載の構造。
【請求項３９】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、前記コンプライアント部材の同一
表面上に位置している、請求項３７に記載の構造。
【請求項４０】



(4) JP 2007-516746 A5 2008.2.7

　前記第一および第二のストレントランスデューサが、線対称の反対側の前記コンプライ
アント部材上に対称的に位置している、請求項３９に記載の構造
【請求項４１】
　前記ストレントランスデューサが、線対称の片側に互いに隣接して位置している、請求
項４０に記載の構造。
【請求項４２】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、前記コンプライアント部材の対向
する表面上に位置している、請求項３７に記載の構造。
【請求項４３】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、互いに直接対向している、請求項
４２に記載の構造。
【請求項４４】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の少なくとも一表面上にボス部材をさらに備え
る、請求項３７に記載の構造。
【請求項４５】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上に第一および第二のボス部材
をさらに備える、請求項３７に記載の構造。
【請求項４６】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上に第三および第四のストレン
トランスデューサをさらに備える、請求項４２に記載の構造。
【請求項４７】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上の第一および第二のボス部材
をさらに備える、請求項４６に記載の構造。
【請求項４８】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが圧電抵抗器である、請求項３７に記
載の構造。
【請求項４９】
　前記圧電抵抗器が、安定した計測材料から製作される、請求項４９に記載の構造。
【請求項５０】
　前記第一のストレントランスデューサが、前記コンプライアント部材の第一の表面上に
配置され、直列の等しい公称抵抗値を持つ２つのセグメントを備える圧電抵抗器であり、
　前記第二のストレントランスデューサが、第一の圧電抵抗器の該２つのセグメントから
前記表面上に半径方向外側に配置され、直列の等しい公称抵抗値を持つ２つのセグメント
を備える第二の圧電抵抗器である、請求項４９に記載の構造。
【請求項５１】
　前記コンプライアント部材の前記表面上に前記第一の圧電抵抗器と対称に配置され、直
列の等しい公称抵抗値を持つ２つのセグメントを備える第三の圧電抵抗器と、
　該第三の圧電抵抗器の該２つのセグメントから該コンプライアント部材の前記表面に半
径方向外側に該第二の圧電抵抗器と対称に配置され、直列の等しい公称抵抗値を持つ２つ
のセグメントを備えた第四の圧電抵抗器と
　をさらに備える、請求項５０に記載の構造。
【請求項５２】
　前記コンプライアント部材が、前記構造の中立面に少なくとも近接して位置している、
請求項３７に記載の構造。
【請求項５３】
　前記ストレントランスデューサの少なくとも１つが、スペーサにより前記コンプライア
ント部材の表面から離されている、請求項３７に記載の構造。
【請求項５４】
　圧力センサ構造であって、
　基板と、
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　コンプライアント部材であって、第一および第二の対向している露出表面を有するよう
に該基板上に設置され、該コンプライアント部材が、該構造の中立面に少なくとも近接に
位置しているコンプライアント部材と、
　該コンプライアント部材の表面上に設置された少なくとも１つのストレントランスデュ
ーサと
　を備える、圧力センサ構造。
【請求項５５】
　前記基板が、前記中立面に対して直角に配置された通路を備え、前記コンプライアント
部材が、該通路をスパンする、請求項５４に記載の構造。
【請求項５６】
　前記通路が、前記基板におけるくぼみであり、前記コンプライアント部材の前記第一の
露出表面が、該くぼみと前記第一の露出表面により規定された、該基板内の包囲された空
間の境界を定める、請求項５５に記載の構造。
【請求項５７】
　前記通路が、前記基板を通して伸びる、請求項５５に記載の構造。
【請求項５８】
　前記構造が、前記コンプライアント部材上に設置された少なくとも第一および第二のス
トレントランスデューサを備える、請求項５４に記載の構造。
【請求項５９】
　前記構造が、前記コンプライアント部材上に設置された第三および第四のストレントラ
ンスデューサをさらに備える、請求項５８に記載の構造。
【請求項６０】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが圧電抵抗器である、請求項５８に記
載の構造。
【請求項６１】
　前記圧電抵抗器が、安定した計測材料から製作される、請求項６０に記載の構造。
【請求項６２】
　前記構造が、集積回路をさらに備える、請求項５４に記載の構造。
【請求項６３】
　出力が、前記コンプライアント部材にわたる差圧から生じる該コンプライアント部材の
たわみと反対に反応するが、前記基板の変形に対しては同様に反応するように、前記第一
および第二のストレントランスデューサが、前記コンプライアント部材と関連する、請求
項５８に記載の構造。
【請求項６４】
　前記少なくとも１つのストレントランスデューサが、スペーサにより、前記コンプライ
アント部材の前記表面から離されている、請求項５４に記載の構造。
【請求項６５】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、互いに直接対向している、請求項
６３に記載の構造。
【請求項６６】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の少なくとも一表面上のボス部材をさらに備え
る、請求項６３に記載の構造。
【請求項６７】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上の第一および第二のボス部材
をさらに備える、請求項６３に記載の構造。
【請求項６８】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上の第三および第四のストレン
トランスデューサをさらに備える、請求項６５に記載の構造。
【請求項６９】
　前記構造が、前記コンプライアント部材の対向する表面上の第一および第二のボス部材
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をさらに備える、請求項６８に記載の構造。
【請求項７０】
　圧力センサ構造であって、
　基板と、
　コンプライアント部材であって、第一および第二の対向する露出表面を有するように、
該基板上に設置されたコンプライアント部材と、
　少なくとも１つのストレントランスデューサであって、該少なくとも１つのストレント
ランスデューサが、スペーサにより、該コンプライアント部材の該表面から離されている
、該コンプライアント部材の表面上に設置された少なくとも１つのストレントランスデュ
ーサと
　を備える、圧力センサ構造。
【請求項７１】
　前記スペーサが、前記コンプライアント部材から前記トランスデューサを約１乃至約１
，０００μｍの間隔で離している、請求項７０に記載の構造。
【請求項７２】
　前記構造が、前記コンプライアント部材上に設置された少なくとも第一および第二のス
トレントランスデューサを備える、請求項７１に記載の構造。
【請求項７３】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、スペーサにより前記コンプライア
ント部材から離されている、請求項７２に記載の構造。
【請求項７４】
　前記第一および第二のストレントランスデューサが、圧電抵抗器である、請求項７２に
記載の構造。
【請求項７５】
　前記圧電抵抗器が、安定した計測材料から製作される、請求項７４に記載の構造。
【請求項７６】
　前記構造が、集積回路をさらに備える、請求項７０に記載の構造。
【請求項７７】
　出力が、前記コンプライアント部材にわたる差圧から生じる該コンプライアント部材の
たわみと反対に反応するが、前記基板の変形に対しては同様に反応するように、前記第一
および第二のストレントランスデューサが、該コンプライアント部材と関連する、請求項
７２に記載の構造。
【請求項７８】
　前記コンプライアント部材が、前記構造の中立面に対し、少なくとも近接して位置して
いる、請求項７０に記載の構造。
【請求項７９】
　システムであって、
　導電性部材と、
　該導電性部材に動作可能に接続された生理学的圧力センサと
　を備え、
　該生理学的圧力センサが、
　基板と、
　コンンプライアント部材であって、第一および第二の対向する露出表面を有するように
該基板に設置されたコンプライアント部材と、
　該基板の表面上に設置された少なくとも１つのストレントランスデューサと
　を備え、該圧力センサ構造は、低ドリフト圧力センサ構造である、システム。
【請求項８０】
　前記システムが、前記導電性部材に動作可能に接続された複数の前記生理学的圧力セン
サを備える、請求項７９に記載のシステム。
【請求項８１】
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　前記システムが、前記導電性部材に接続されたエネルギー源をさらに備える、請求項７
９に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記システムが、前記トランスデューサからの出力信号に応答して容積内の圧力変化を
判断するための処理素子をさらに備える、請求項７９に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記システムが、患者に移植されるように構成されている、請求項７９に記載のシステ
ム。
【請求項８４】
　前記システムは、患者への移植の際に、前記センサが心臓壁上に位置するように構成さ
れている、請求項８３に記載のシステム。
【請求項８５】
　圧力センサ構造を製作するための方法であって、該方法は、
　第一の基板の表面上にコンプライアント部材の層を配置するステップと、
　圧力センサ構造を作るために、該基板と反対の該コンプライアント材料の第一の表面上
に少なくとも１つのストレントランスデューサを製造するステップと
　を包含し、該圧力センサ構造は、低ドリフト圧力センサである、方法。
【請求項８６】
　前記方法が、微細加工方法である、請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　前記方法が、フォトリソグラフィ的方法を含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記方法が、前記コンプライアント層の前記第一の表面上にボス部材を製造するステッ
プをさらに包含する、請求項８３に記載の方法。
【請求項８９】
　前記方法が、前記コンプライアント部材の前記第一の表面上に第二の基板層を、前記ス
トレントランスデューサ層が、該コンプライアント部材層と該第二の基板層との間に間置
するように、製造するステップをさらに包含する、請求項８３に記載の方法。
【請求項９０】
　第一および第二の基板が、前記コンプライアント部材が、前記構造の中立面に対して少
なくとも近接に位置するように構成されている、請求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
　前記方法が、前記構造を導電性部材と接続するステップをさらに包含する、請求項８３
に記載の方法。
【請求項９２】
　容積内の圧力変化を検知するためのシステムであって、
　該容積に接触されるように構成された請求項１に記載の圧力センサ構造と、
　該圧力センサから出力信号を取得する手段と、
　該出力信号を使用して、該容積内の圧力変化を検知する手段と
　を備える、システム。
【請求項９３】
　前記容積が、被験体内に存在している、請求項９２に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記被験体が、人である、請求項９３に記載のシステム。
【請求項９５】
　前記センサ構造が、前記人への移植用に構成されている、請求項９４に記載のシステム
。
【請求項９６】
　前記容積が、心臓血管の容積である、請求項９５に記載のシステム。
【請求項９７】
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　前記心臓血管の容積が、心腔である、請求項９６に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記心臓血管の容積が、動脈内にある、請求項９６に記載のシステム。
【請求項９９】
　前記システムが、被験体内における状態の観察用に構成されている、請求項９２に記載
のシステム。
【請求項１００】
　前記システムが、前記状態の遠隔からのモニタリング用に構成されている、請求項９９
に記載のシステム。
【請求項１０１】
　前記状態が、心臓血管の状態である、請求項９９に記載のシステム。
【請求項１０２】
　前記システムが、
　ａ）心不全の被験体を処置する方法、
　ｂ）被験体における心臓の再同期化を行う方法、
　ｃ）被験体における不整脈を管理する方法、
　ｄ）被験体における虚血を検知する方法、
　ｅ）冠動脈疾患の被験体の処置をする方法、
　ｆ）被験体における心臓弁機能をモニタする方法、および
　ｇ）被験体における移植片機能をモニタする方法
　の１つにおいて使用されるように構成されている、請求項９２に記載のシステム。
【請求項１０３】
　圧力センサシステムであって、
　ブリッジの中間点における差電圧に圧力を変換するためのホイートストンブリッジであ
って、該ホイートストンブリッジが、該圧力とともに増加する第一の出力信号、該圧力と
ともに減少する第二の出力信号、該ブリッジ頂部の励起電圧である第三の出力信号、該ブ
リッジ底部の励起電圧である第四の出力信号を発生する、ホイートストンブリッジと、
　該第一および第二の出力信号の差を増幅させ、第五の出力信号を発生させ、該第三およ
び第四の出力信号の差を増幅させ、第六の出力信号を発生させるための増幅器回路と
　を備え、
　該の増幅された第五および第六の出力信号の比を測定し、デジタル出力信号を発生させ
る、アナログデジタル変換器と、
　該増幅器の少なくとも一出力、または、該アナログデジタル変換器に接続された、複合
インターフェースと
　を、選択可能に備え、
　該ホイートストンブリッジにレファレンス信号を提供し、任意で、該アナログデジタル
変換器にレファレンス信号を提供するためのソースと、
　を備える、圧力センサシステム。
【請求項１０４】
　前記ホイートストンブリッジのレファレンス信号が、電流信号である、請求項１０３に
記載の回路。
【請求項１０５】
　前記ホイートストンブリッジのレファレンス信号が、電圧信号である、請求項１０４に
記載の回路。
【請求項１０６】
　圧力センサ回路であって、
　シリコンチップにおける圧力を計測するための第一のホイートストンブリッジであって
、該第一のホイートストンブリッジが、該圧力を示す出力信号を出す第一のホイートスト
ンブリッジと、
　該シリコンチップにおけるひずみを計測するための第二のホイートストンブリッジであ
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って、該第二のホイートストンブリッジが、該ひずみを示す出力信号を出す第二のホイー
トストンブリッジと、
　該２箇所のホイートストンブリッジにわたる差動ブリッジレファレンス電圧を、該圧力
出力信号および該ひずみ出力電圧信号を増幅させるための増幅回路に提供するブリッジレ
ファレンス回路と、
　該増幅された圧力出力信号の該ブリッジレファレンス電圧に対する比率を計測し、該増
幅されたひずみ出力信号の該ブリッジレファレンス電圧に対する比率を計測するためのア
ナログデジタル変換器と、
　該アナログデジタル変換器の少なくとも一出力に接続された複合インターフェースと
　を備える、圧力センサ回路。
【請求項１０７】
　前記アナログデジタル変換器にレファレンス信号を提供するためのソースをさらに備え
る、請求項１０６に記載の回路。
【請求項１０８】
　前記増幅器回路が、切替式増幅器回路である、請求項１０７に記載の回路。
【請求項１０９】
　前記回路が、心腔内移植のために構成された移植可能な構造上に提供される、請求項１
０３または１０５に記載の回路。
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